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Priifungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

(S) Systemtrager fur Halbleiterchips und elektronische Bauteile sowie Herstellungsverfahren fur einen 
Systemtrager und fur elektronische Bauteile 

© Die Erfindung betrifft einen Systemtrager (5) fur Halb- 
leiterchips (1) und elektronische Bauteile (2), die auf dem 
Systemtrager (5) hergesteltt werden. Der Systemtrager 
(5) weist ein Grundsubstrat (11) auf, auf dem AufSenkon- 
taktelemente (6) angeordnet sind, die einen nietformigen 
Querschnitt (7) zeigen mit einem Nietkopfbereich (8), ei- 
nem Nietschaftbereich (9) und einem NietfuSbereich (10), 
wodurch die Aufcenkontaktelemente (6) in dem Gehause 
aus einer Kunstst off masse (4) sicher verankert werden. 
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Beschreibung 



[0001] Die Erfindung betrifft einen Systemirager fur 
Halbleiterchips und elektronische Bauteile und Verfahren zu 
deren Herstellung. 5 
[0002] Systemtrager fur Halbleiterchips zum Verpacken 
der Halbleiterchips zu elektronischen Bauteilen in Gehausen 
aus einer Kunststoffmasse miissen hohe Zuverlassigkeit 
trotz ihrer Massenproduktion erfiillen. Insbesondere, wenn 
mit Hilfe des Systemtragers Gehause entstehen sollen, aus 10 
denen keinerlei Flachleiter als AnschluBstifte oder An- 
schluBbeinchen herausragen und bei denen das Gehause aus 
Kunststoffmasse nur einseitig den Halbleiterchip und ent- 
sprechende AuBenkontaktelemente einkapseln soli, so daB 
die Unterseite des elektronischen Bauteils zumindest im 15 
Randbereich aus AuBenkontaktelernenten und dazwischen 
angeordneter Kunststoffmasse gebildet wird. Es besteht da- 
bei die Gefahr, daB sich die AuBenkontaktelemente bei der 
Herstellung oder beim Betrieb des elektronischen Bauteils 
aus der Kunststoffmasse losen und damit das elektronische 20 
Bauteil unbrauchbar wird. 

[0003] Deshalb ist es Aufgabe der Erfindung einen Sy- 
stemtrager fur Halbleiterchips und elektronische Bauteile 
anzugeben, der bzw. die AuBenkontaktelemente aufweist 
bzw. aufweisen, die ihre Position in der Kunststoffmasse 25 
wahrend der Herstellung und Lebensdauer des elektroni- 
schen Bauteils beibehaiten. 

[0004] Gelost wird diese Aufgabe durch die unabhangigen 
Anspriiche. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung er- 
geben sich aus den abhangigen Anspruchen, 30 
[0005] ErfindungsgemaB weist der Systemtrager AuBen- 
kontaktelemente auf, die einen nietfdrmigen Querschnitt 
aufweisen mit einem Nietkopfbereich, einem Nietschaftbe- 
reich und einem NietfuBbereich, wobei der NietfuBbereich 
auf einem Grundsubstrat fixiert ist, das den Systemtrager 35 
wahrend der Bestiickung mit Halbleiterchips zusammenhalt. 
[0006] In einer Ausfuhrungsform der Erfindung weist das 
Grundsubstrat eine elektrisch leilende Oberflache auf. Diese 
elektrisch leitende Oberflache hat den Vorteil, daB zum Auf- 
bau von AuBenkontaktelernenten auf dem Grundsubstrat 40 
eine elektrische Spannung an die elektrisch leitende Ober- 
flache gelegt werden kann. 

[0007] Eine derartige elektrisch leitende Oberflache wird 
in einer Ausfuhrungsform der Erfindung durch ein Grund- 
substrat aus einer metallischen Folie erreicht. Jedoch kann 45 
in einer weiteren Ausfuhrungsform der Erfindung das 
Grundsubstrat aus einer Kunststofffolie mit metallischerBe- 
schichtung bestehen. Eine derartige Folie mit metallischer 
Beschichtung hat den Vorteil, daB sie relativ leicht in der 
weiteren Verarbeitung von den auf dem Systemtrager zu bil- 50 
dende elektronischen Bauteilen getrennt werden kann. 
[0008] Bei einer weiteren bevorzugten Ausfuhrungsform 
der Erfindung weist die Kunststofffolie eine Kohlenstoffbe- 
schichtung auf, wodurch ihre Oberflache elektrisch leitend 
wird. Diese Ausfuhrungsform hat den Vorteil, daB derartige 55 
Kunststofffolien mit Kohlenstoffbeschichtung sowohl eine 
ausreichend elektrisch leitende Oberflache durch die Koh- 
lenstoffbeschichtung aufweisen, als auch die Trennmoglich- 
keit des Grundsubstrats des Systemtragers bei der Weiter- 
verarbcitung der Halbleiterchips zu elektronischen Bautei- 60 
len erhohen. 

[0009] Bei einer weiteren Ausfuhrungsform des System- 
tragers weist dieser mehrere Bauelement-Montagebereiche 
auf dem Grundsubstrat auf. Jeder Bauelement-Montagebe- 
reich kann mit einem Chip bestuckt werden, das in einem 65 
zentralen Chiptragerbereich des Montagebereichs positio- 
nierbar ist. Rund um den Chiptragerbereich konnen in ihrem 
GrundriB kreisformige langgestreckte oder quadratische 



AuBenkontaktelemente mit nietformigem Querschnitt in ei- 
nem definierten Abstand von dem zentralen Chiptragerbe- 
reich gruppiert sein. 

[0010] In einer anderen Ausfuhrungsform sind AuBen- 
kontaktelemente mindestens teilweise im Chiptragerbereich 
angeordnet, so daB ein Halbleiterchip mit Bondhockem auf 
den Nietkopfbereichen der AuBenkontaktelemente in Flip- 
Chip- Technologie bondbar ist. Bei einer derartigen Ausfuh- 
rungsform eines Chiptragers konnen die Bondhocker eines 
Halbleiterchips unmittelbar auf den Nietkopfbereich der 
AuBenkontaktflachen angelotet oder aufgeklebt werden, 
wobei die AuBenkontaktelemente durch ihren nietformigen 
Querschnitt ausgezeichnet in der Kunststoffmasse veranker- 
bar sind. Ein weiterer Vorteil der im Querschnitt nietformi- 
gen AuBenkontaktelemente auf dem erfindungsgemaBen 
Systemtrager ist, daB die AuBenkontaktelemente mittels un- 
terschiedlicher Schichtung von Metallen und Edelmetallen 
auf die spatere Verwendung des Systemtragers abgestimmt 
werden kann. 

[0011] In einer weiteren Ausfuhrungsform der Erfindung 
ist das AuBenkontaktelement auf dem Systemtrager aus rei- 
nem Silber oder einer Silberlegierung. Das Material Silber 
hat den Vorteil, daB es keinen die elektrische Leitfahigkeit 
hemmenden Oxidiiberzug bildet, sondem vielmehr einen 
Silbersulfit-Uberzug, der elektrisch leitend ist. 
[0012] In einer weiteren Ausfuhrungsform der Erfindung 
ist das AuBenkontaktelement auf dem Systemtrager aus ei- 
ner Gold/Nickel/Gold-Schichtfolge aufgebaut. Diese 
Schichtfolge hat den Vorteil, daB das Gold keine widerstan- 
derhdhende Oxidschicht bildet und die Nickelschicht voll- 
standig von Gold umschlossen ist, so daB eine lange Lebens- 
dauer der AuBenkontaktelemente garantiert ist. Gleichzeitig 
kann eine auBere Goldschicht als Atzstopp beim Vereinzeln 
eines Systemtragers von Bauteilen dienen. 
[0013] Bei einer weiteren Ausfuhrungsform der Erfindung 
sind die AuBenkontaktelemente aus einer Silber/Kupfer/Sil- 
ber-Schichtfolge aufgebaut. Diese Schichtfolge ist preiswer- 
ter und hat durch den Einsatz von Materialien mit einem au- 
Berst niedrigen elektrischen Widerstand einen Vorteil gegen- 
iiber AuBenkontaktelernenten aus einer Schichtfolge von 
Gold/Nickel/Gold. 

[0014] In einer weiteren Ausfuhrungsform der Erfindung 
weist der Systemtrager einen metallischen Sockel im Chip- 
tragerbereich auf, der in seiner Hohe den AuBenkontaktele- 
rnenten entspricht und in seiner flachigen Erstreckung der 
GroBe des Halbleiterchips angepaBt ist. Dieser Sockel kann 
aus dem gleichen Material aufgebaut sein wie die AuBen- 
kontakteiemente, so daB er gleichzeitig mit den AuBenkon- 
taktelernenten entstehen kann. Der Sockel hat dariiber hin- 
aus den Vorteil, daB er mit der Unterseite des Halbleiter- 
chips, die keine aktive Schaltung tragt, verlotet oder ver- 
klebt werden kann und somit einen Erde- oder Massekon- 
takt fur das gesamte elektronische Bauteil nach auBen auf- 
weisen kann. 

[0015] Der Systemtrager wird in einer bevorzugten Aus- 
fuhrungsform der Erfindung zur Herstellung elektronischer 
Bauteile verwendet. Dabei konnen die AuBenkontaktele- 
mente einen kreisformigen GrundriB aufweisen oder auch 
langgestreckte oder quadratische AuBenkontaktelemente 
bilden. 

[0016] Ein Verfahren zur Herstellung eines Systemtragers 
mit AuBenkontaktelernenten, die einen nietformigen Quer- 
schnitt aufweisen, hat folgende Verfahrensschritte: 

- Bereitstelien eines Grundsubstrats mit elektrisch lei- 
tender Oberflache, 

- Aufbringen einer strukturierten elektrisch isolieren- 
den Schicht, welche freiliegende elektrisch leitende 
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Oberflachenbereiche in der Anordnung der AuBenkon- 
taktelemente auf dem Grundsubstrat aufweist, 

- Aufbringen eines leitenden Materials zum Bilden 
von AuBenkontaktelementen mit einem nietformigen 
Querschnitt auf den freiiiegenden elektrisch leitenden 
Oberflachenbereichen, 

- Entfemen der surukturierten elektrisch isolierenden 
Schicht. 

[0017] Dieses Verfahren hat den Vorteil, daB AuBenkon- 
taktelemente auf dem Systemtrager entstehen, die einen 
nietformigen Querschnitt aufweisen und sich aufgrund die- 
ses Querschnitts in der Kunsts toff masse fest verankern, so 
daB dieser Systemtrager gewahrleistet, daB sich die AuBen- 
kontaktelemente bei den weiteren Verarbeitungsschritten 
nicht von dem umgebenden Kunststoff delaminieren. 
[0018] In einer Ausfuhrungsform des Verfahrens wird zu- 
nachst eine geschiossene Isolierschicht aufgebracht und 
diese dann anschlieBend mittels Photolack-Technologie zu 
einer elektrisch isolierenden Schicht strukturiert. Bei der 
Strukturierung werden beispielsweise nicht belichtete Fla- 
chen des Photolackes herausgelost und darnit elektrisch lei- 
tende Oberflachenbereiche des Grundsubstrats freigelegt. 
,[0019] In einer weiteren bevorzugten Durchfiihrung des 
Verfahrens wird die strukturierte elektrisch isolierende 
Schicht mittels Siebdruck verfahren aufgebracht, dabei wirkt 
vorteilhaft das Sieb als strukturierende Maske, so daB nur in 
den Bereichen eine isolierende Schicht entsteht, in denen 
das Sieb nicht maskiert ist. 

[0020] Bei einer weiteren Durchfuhrung des Verfahrens 
• kann eine zunachst geschiossene Isolierschicht auf dem 
Grundsubstrat mittels Zerstaubungstechnik durch eine 
Maske hindurch strukturiert werden. Bei dieser Technik, die 
auch als Sputter-Tec hnik bekannt ist, wird durch hochbe- 
schleunigte gerichtete Ionen die geschiossene Isolierschicht 
an den Stellen abgetragen, an denen sie nicht durch eine 
Maske geschutzt ist. Dieses Verfahren hat den Vorteil, daB 
auBerst feine Strukturen mit auBerst gradlinigen Wanden 
hers te lib ar werden. 

[0021] Eine geschiossene Isolierschicht kann in einer wei- 
teren Ausfuhrungsform des Verfahrens auf dem Grundsub- 
strat mittels Abscheidung aus der Gas phase durchgefuhrt 
werden. Als Gase werden organische Substanzen eingesetzt, 
die sich an der Oberflache einer elektrisch leitenden Schicht 
zersetzen und einen isolierenden Film auf der Oberflache 
bilden. 

- [0022] Eine zunachst geschiossene Isolierschicht kann in 
einer weiteren Ausfuhrungsform des Verfahrens mittels 
Plasma-Atztechnik durch eine Maske hindurch strukturiert 
werden. Ahnlich wie bei der Zerstaubungstechnik wird da- 
bei durch die Maske hindurch die darunter liegende Isolier- 
schicht abgetragen Jedoch beschleunigen beim Plasmaatzen 
chemische Reaktionen den Abtrag der Isolierschicht bis auf 
die leitende Oberflache des Grundsubstrats. 
[0023] Eine Technologie zum Strukturieren geschlossener 
Isolierschichten, die vollstandig ohne eine Maske aus- 
kommt, ist die Laser-Rasterbestrahlung, bei der die isolie- 
rende Schicht mittels eines abtastenden Laserstrahls, der die 
Strukturen in die Isolierschicht hineinzeichnet, unter Ein- 
wirkung der Laserenergie verdampft wird. 
[0024] Nachdem eine strukturierte Isolierschicht vorliegt 
und mindesten die Bereiche der Oberflache des Grundsub- 
strats freigelegt sind, an denen AuBenkontaktelemente ange- 
ordnet werden sollen, wird nun ein leitendes Material auf 
die freiiiegenden elektrisch leitenden Oberflachenbereiche 
gebracht. Dabei kann das Material durchgangig aus einer 
einzigen Legierung bestehen oder es kann auch schicht- 
weise mit unterschiedlicher Materialfolge aufgebracht wer- 



den. Jedoch ist es fur die Herstellung des erfindungsgema- 
Ben Systemtragers erforderlich, daB ein leitendes Material 
abgeschieden wird und dieses leitende Material uber die 
strukturierte Isolierschicht hinaus wachst. Erst dadurch kann 
5 sich der erfindungsgemaBe nietformige Querschnitt fur die 
AuBenkontaktelemente ergeben. 

[0025] Fur das Aufbringen eines leitenden Materials ste- 
hen mehrere und unterschiedliche Verfahren zur Verfugung. 
Bei einer Durchfuhrungsform des Verfahrens wird das Auf- 
10 bringen eines leitenden Materials mittels galvanischer Ab- 
scheidung auf den freiiiegenden elektrisch leitenden Ober- 
flachenbereiche n durchgefuhrt, bis ein Uberwachsen des ab- 
geschiedenen Materials an den freiiiegenden Stellen zu ei- 
nem Nietkopf erreicht ist. Das leitende Material kann aber 
15 auch durch Abscheidung aus der Gasphase erfolgen, indem 
beispielsweise eine metallorganische Verbindung uber dem 
Grundsubstrat zersetzt wird und sich das Metall aus dieser 
Verbindung auf dem Grundsubstrat in den freiiiegenden 
elektrisch leitenden Oberflachenbereichen abscheidet. 

20 [0026] Eine weitere bevorzugte Durchfuhrungsform des 
Verfahrens besteht in dem Aufbringen eines leitenden Mate- 
rials mittels stromloser galvanischer Abscheidung. Eine 
stromlose galvanische Abscheidung hat den Vorteil, daB an 
den Systemtrager keine elektrische Spannung gelegt werden 

25 muB. Vielmehr wird der Systemtrager in das Abscheidebad 
eingetaucht und mit einer stromlos abgeschiedenen Metall- 
schicht herausgezogen. Beim Ablosen der strukturierten 
Isolierschicht bilden sich die gewunschten nietformigen 
Querschnitte in vorgesehenen Oberflachenbereichen fur die 

30 AuBenkontaktelemente. 

[0027] Mit den AuBenkontaktelementen kann gleichzeitig 
ein metallischer Sockel im Chiptragerbereich des System- 
tragers gebildet werden. Ein derartiger metallischer Sockel 
hat den Vorteil, daB beispielsweise die Unterseite des Halb- 

35 leiterchips damit kontaktiert werden kann. Im Prinzip kann 
mit dem erfindungsgemaBen Verfahren jede beliebige geo- 
metrische Struktur auf dem Grundsubstrat abgeschieden 
werden, die der Bildung von AuBenkontaktflachenanord- 
nungen dient. Nach dem Aufbringen des metallischen Mate- 

40 rials wird die strukturierte elektrisch isolierende Schicht ab- 
getragen. Dies kann naBchemisch mittels Losungsrnitteln 
erfolgen oder durch trockene Veraschung in einern: Plasma. 
[0028] Einseitig in einer Kunststoffmasse zu einem elek- 
tronischen Bauteil eingegossene Halbleiterchips haben den 

45 Vorteil eines auBerst flachen Gehauseaufbaus, jedoch auch 
den Nachteil, daB die AuBenkontaktelemente, die fur die 
Weiterleitung elektrischer Signale so wie der Strom versor- 
gung des Halbleiterchips erforderlich sind, nicht zuverlassig 
genug von der einseitig angegossenen Kunststoffmasse ge- 

50 halten werden konnen, so daB die Gefahr besteht, daB die 
elektronischen Bauteile durch Lockem oder Delaminieren 
der AuBenkontaktelemente unbrauchbar werden. 
[0029] Mit einem erfindungsgemaBen elektronischen 
Bauteil wird dieses Problem iiberwunden. Dadurch weist 

55 das elektronische Bauteil einen Halbleiterchip auf, dessen 
Kontaktflachen mit AuBenkontaktelementen verbunden 
sind, wobei der Halbleiterchip mit den AuBenkontaktele- 
menten in einer Kunststoffmasse als Gehause vergossen ist 
und mindestens ein AuBenkontaktelement einen nietforrni- 

60 gen Querschnitt mit einem Nictkopfbereich, einem Niet- 
schaftbereich und einem NietfuBbereich aufweist, wobei das 
AuBenkontaktelement mit seinem Nietkopfbereich in der 
Kunststoffmasse verankert ist. Dabei umschlieBt die Kunst- 
stoffmasse den Nietkopfbereich derart, daB der Nietschaft 

65 vollstandig fixiert in der Kunststoffmasse angeordnet ist. 
[0030] Die Kontaktflache des AuBenkontaktelementes 
bietet in einer weiteren Ausfuhrungsform der Erfindung der 
NietfuBbereich, der von Kunststoffmasse freigehalten ist, so 
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daB seine Oberflache eine von auBen zugangiiche Kontakt- 
flache aufweist. Der NietfuBbereich kann unterschiedlich 
gestaltet werden und ist in einer Ausfiihrungsform in seinem 
GrundriB kreisformig. In einer anderen Ausgestaltung der 
Erfindung ist die AuBenkontaktflache langgestreckt und da- 5 
mit rechteckformig. Der Querschnitt bleibt dabei jedoch un- 
verandert nietforrnig. Ein Langgestrecktes AuBcnkontaktele- 
ment kann somit im GrundriB eine rechteckige AuBenkon- 
taktflache, die von dem NietfuB gebildet wird, aufweisen 
und zusatzlich eine nietformige AuBenkontaktflache auf- 10 
grund des nietformigen Querschnitts im AufriB zeigen. 
[0031] Dabei ist in einer Ausfuhrungsforrn der Erfindung 
die nietformige AuBenkontaktflache rechtwinklig zu der 
AuBenkontaktflache des NietfuBbereiches angeordnet, wo 
bei sich die AuBenkontaktflachen des elektxonischen Bau- 15 
teils in einer weiteren Ausfuhrungsforrn der Erfindung im 
Randbereich des Gehauses aus Kunststoffmasse beflnden. 
[0032] Kreisfdrmige Grundrisse des NietfuBes sind als 
AuBenkontaktflachen vorgesehen, wenn in einer weiteren 
Ausfuhrungsforrn die Kontaktflachen des Haibleiterchips 20 
Bondhocker aufweisen, die unmittelbar auf den Nietkopfbe- 
reich der AuBenkontaktelernente gebondet sind. Derartige 
nietformige AuBenkontaktelernente mit kreisrundem 
GrundriB sind deshalb unmittelbar unter dem Halbleiterchip 
angeordnet, so daB sie mit den Bondhocker des Halbleiter- 25 
chips vcrbunden werden konnen. Dazu ist der Halbleiterchip 
mit seiner aktiven, eine Halbleiterschaltung aufweisenden 
Seite zu den AuBenkontaktelementen ausgerichtet. 
[0033] Ist der Halbleiterchip mit seiner keine Halbleiter- 
schaltung aufweisenden passiven Seite zu den AuBenkon- 30 
taktelementen ausgerichtet, so kann die passive Seite des 
Haibleiterchips von Kunststoffmasse freigehalten seiri und 
teilweise die Unterseite des Gehauses bilden. Diese Ausfuh- 
rungsforrn der Erfindung hat den Vorteil, daB auBerst flache 
elektronische Bauteile verwirklicht werden konnen. In die- 35 
sem Fall werden die Kontaktflachen des Haibleiterchips 
uber Bonddrahte mit den Kopfbereichen der AuBenkontakt- 
elernente verbunden. 

[0034] Ein Verfahren zur Herstellung eines elektronischen 
Bauteils, welches AuBenkontaktelernente mit nietformigen 40 
Querschnitt aufweist, ist durch folgende Verfahrensschritte 
gekennzeichnet: 

- Bereitstellen eines Substrattragers, der eine vorbe- 
stimmte Anordnung der AuBenkontaktelernente auf- 45 
weist, 

- Aufbringen mehrerer Haibleiterchips auf dem Sub- 
strattrager, 

- Herstellen von Verbindungen der Kontaktflachen 
des Haibleiterchips mit AuBenkontaktelementen, 50 

- VergieBen des Systemtragers mit aufgebrachten 
Haibleiterchips und den Verbindungen zwischen Kon- 
taktflachen des Haibleiterchips und AuBenkontaktele- 
menten zu elektronischen Bauteilen mit Gehause aus 
einer Kunststoffmasse, 55 

- Vereinzeln der auf dem Systemtrager mit Kunststoff- 
masse als Gehause hergesteilten elektronischen Bau- 
teile. 

[0035] Mit diesem Verfahren hergestellte Bauteile haben 60 
folgende Vorteile: 

[0036] Die Flanken der aufgewachsenen nietformigen 
Querschnitte sind im Nietschaftbereich nahezu senkrecht 
und verjungen sich lediglich um 2-6 um auf einer Hone von 
30 um. Durch Uberwachsen der elektrisch isolierenden 65 
Schicht des Systemtragers entstehen auf dem Systemtrager 
Pilz- oder Nietformen, die eine hervorragende Verankerung 
der KontaktanschluBelemente in der Kunststoffmasse garan- 
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tieren. Die AuBenkontaktelernente konnen mit den verschie- 
densten Materialien und Schichtfolgen realisiert werden. Es 
konnen AuBenkontaktelernente aus reinem Silber oder aus 
reinen Silberlegierungen oder aus Schichtfolgen von Gold/ 
Nickel/Gold oder Silber/Kuper/Silber auf dem Grundsub- 
strat des Systemtragers aufgewachsen werden. Es kann auch 
eine Trcnnschicht zwischen der Grundschicht und den Au- 
Benkontaktelementen eingefugt werden, z. B. eine Silber- 
oder eine Goldschicht, so daB sich ein sehr guter Atzstopp 
ergibt, wenn das Grundsubstrat durch Atzen wieder aufge- 
lost werden muB. Es konnen jedoch auch die Bauteile in ei- 
nem spateren Verfahrensschritt durch mechanische Prozesse 
vom Grundsubstrat getrennt werden. Ein naBchemischer 
Atzprozess kann unter Umstanden entfallen. 
[0037] Bei einer Durchfuhrung des erfindungsgemaBen 
Verfahrens wird vorteilhaft der Systemtrager fur eine Viel- 
zahl von diskreten elektronischen Bauteilen mit einer 
Kunststoffmasse in gleichrorrniger Dicke groBflachig zu ei- 
ner Kunststoffplatte aus KunststoftTolie vergossen, die ein- 
seitig das Grundsubstrat aufweist. 

[0038] Vor einem Vereinzeln zu elektronischen Bauteilen 
wird das Grundsubstrat von der Kunststoffplatte weggeatzt, 
wobei im Falie einer Atzstoppschicht auf den AuBenkon- 
taktelementen, diese Atzstoppschicht die AuBenkontaktele- 
rnente vor einem Anatzen schiitzt und den Atzvorgang been- 
det. 

[0039] Damit die Vielzahl der elektronischen Bauteile 
beim Vereinzeln der Kunststoffplatte zu diskreten elektroni- 
schen Bauteilen mit Kunststoff gehause nicht durcheinander- 
wirbeln und geordnet und ausgerichtet bleiben, kann die 
Kunststoffplatte vor dem Vereinzeln mit einer Klebefolie 
beschichtet werden. 

[0040] Als Trenntechnik wahrend des Vereinzelns wird in 
einer Ausfuhrungsforrn der Erfindung die Sagetechnik ein- 
gesetzt. 

[0041] Bei einer weiteren Durchfuhrungsform der Erfin- 
dung erfolgt das Herstellen von Verbindungen zwischen 
Kontaktflachen auf dem Halbleiterchip und dem AuBenkon- 
taktelement mittels Flip-Chip-Technologie uber Bondhok- 
ker, die auf die Nietkopfbereiche der AuBenkontaktelernente 
gebondet werden. Dazu ist es erforderlich, daB die AuBen- 
kontaktelernente entsprechend unterhalb des Haibleiterchips 
gegenuber den Kontaktflachen des Haibleiterchips angeord- 
net werden. Das gleichzeitige Bonden aller Bondhocker ist 
dann auf den Nietkopfbereichen der AuBenkontaktelernente 
ohne wei teres moglich. 

[0042] Bei einer anderen Durchfuhrung des Verfahrens 
wird das Herstellen von Verbindungen zwischen Kontaktfla- 
chen des Haibleiterchips und den AuBenkontaktelementen 
mittels Bonddraht-Technologie uber Bonddrahte erreicht. 
Dazu werden die Kontaktflachen des Haibleiterchips uber 
die Bonddrahte mit dem Kopfbereich der AuBenkontaktele- 
rnente verbunden. Beim anschlieBenden VergieBen mit einer 
Kunststoff- oder Kunstharzmasse werden nicht nur die 
Bonddrahte hervorragend von der Kunststoff- oder Kunst- 
harzmasse umschlossen sondern auch das AuBenkontaktele- 
ment durch seinen nietformigen Querschnitt sicher in der 
Kunststoffmasse verankert. Gleichzeitig mit den AuBenkon- 
taktelementen kann auf dem Systemtrager ein metallischer 
Sockcl abgeschieden werden, auf den das Halbleiterchip ge- 
lotet oder geklebt werden kann. Dies hat einerseits den Vor- 
teil, daB das Halbleiterchip von einem metallischen Sockel 
gestutzt wird, und andererseits den Vorteil, daB die Halblei- 
terunterseite durch den metallischen Sockel einen groBfla- 
chigen AuBenkontakt aufweist. 

[0043] Das Vereinzeln der elektronischen Bauteile richtet 
sich im wesentlichen nach dem Material des Grundsub- 
strats, das fur die Herstellung der AuBenkontaktelernente 
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verwendet wurde. Beim Vereinzeln der elektronischen Bau- 
teile von einer kohlenstoffbeschichteten Folic die als 
Grundsubstrat eingesetzt wurde, konnen die Bauteile relativ 
einfach abgezogen werden, ohne daB eine Aufiosung der Fo- 
lie erforderlich ist. Lediglich durch einen einfachen Nachbe- 5 
handlungsschritt miissen die Kohlenschichtreste von dem 
elektronischen Bauteil entfernt werden, was bei einer 
Durchfuhrung des Verfahrens durch Plasma- Veraschung er- 
folgen kann. 

[0044] Eine andere Moglichkeit beim Vereinzeln der elek- to 
tronischen Bauteile von einer metallbeschichteten Kunst- 
stofffolie als Grundsubstrat besteht darin, diese Kunststoff- 
folie abzuiehen und die auf dem Bauteil verbleibende Me- 
tallbeschichtung naBchemisch oder trocken zu atzen. Erst 
wenn die Metallbeschichtung von dem Bauteil entfemt ist, 15 
sind die AuBenkontaktelemente zuganglich. 
[0045] Bei einer weiteren Durchfuhrung des Verfahrens 
wird beim Vereinzeln der elektronischen Bauteile von einer 
metallischen Folie als Grundsubstrat diese metallische Folie 
vollstandig durch NaB- oder Trockenatzen entfernt. Damit 20 
liegen nach dem Entfemen des metallischen Grundsubstrats 
die Bauteile einzeln vor, sofem sie nicht zu einer Kunststoff- 
platte vergossen wurden, sondern in Einzelkavitaten herge- 
stellt sind, und konnen unmittelbar ohne weiteren Bearbei- 
, tungsschritt eingesetzt werden. 25 
[0046] Die Erfindung wird nun anhand von Ausfuhrungs- 
formen mit den beiliegenden Figuren naher erlautert. 
[0047] Fig. 1-5 zeigen anhand von schematise hen Quer- 
schnitten wesentliche Hersteilungsschritte eines Systemtra- 
gers einer ersten Ausfuhrungsform der Erfindung, 30 
[0048] Fig. 6 zeigt einen schematischen Querschnitt durch 
den Systemtrager der Fig. 5 mit einem aufgebrachten Halb- 
leiterchip in Rip-Chip- Technologic 

[0049] Fig. 7 zeigt einen schematischen Querschnitt durch 
ein elektronisches Bauteil gemaB einer ersten Ausfuhrungs- 35 
form der Erfindung, 

[0050] Fig. 8 zeigt einen schematischen Querschnitt durch 
einen Systemtrager mit aufgebrachten Halbleiterchip gemaB 
einer zweiten Ausfuhrungsform der Erfindung, 
[0051] Fig. 9 zeigt einen schematischen Querschnitt durch 40 
ein elektronisches Bauteil gemaB einer zweiten Ausfuh- 
rungsform der Erfindung, 

[0052] Fig. 10 zeigt einen schematischen Querschnitt 
durch einen Systemtrager mit aufgebrachtem Halbleiterchip 
gemaB einer dritten Ausfuhrungsform der Erfindung, 45 
[0053] Fig. 11 zeigt einen schematischen Querschnitt 
durch ein elektronisches Bauteil gemaB einer dritten Aus- 
fuhrungsform der Erfindung. 

[0054] Fig. 1 zeigt einen schematischen Querschnitt durch 
ein Grundsubstrat 11 eines Systemtragers 5 mit einer Unter- 50 
seite 28 und einer Oberseite 29, wobei mindestens die Ober- 
seite 29 eine elektrisch leitende Oberflache 12 aufweist. 
Diese elektrisch leitende Oberflache 12 kann durch Be- 
schichten einer Kunststofffolie oder KunstorTplatte mit Koh- 
lenstorT elektrisch leitend werden. 55 
[0055] Als weitere Alternative kann als Grundsubstrat 11 
fur einen Systemtrager 5 eine metallische beschichtete 
Kunststoffplatte oder Kunststofffolie eingesetzt werden. Als 
Kunststoff kann in vorteilhafter Weise fiir eine Folie Poly- 
imid, Polypropylen oder Polyethylcn eingesetzt werden, 60 
wahrend als Kunststoffplatten vorzugsweise Kunstharze 
verwendet werden. In der Ausfuhrungsform der Fig. 1 ist 
das Grundsubstrat eine metallische Folie, die sowohl auf der 
Unterseite 28 als auch auf der Oberseite 29 eine elektrisch 
leitende Oberflache 12 aufweist. Das Material dieser metal- 65 
lischen Folie der Fig. 1 ist eine Kupferlegierung von einer 
Dicke zwischen 50 um und 200 um. Das Grundsubstrat 11 
gibt dem Systemtrager 5 eine Stabilitat und wird erst nach 
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Fertigstellung der auf dem Systemtrager anzuordnenden und 
herzustellenden elektronischen Bauteile entfernt. 
[0056] Fig. 2 ist ein schematischer Querschnitt durch das 
Grundsubstrat 11 des Systemtragers 5 mit einer geschlosse- 
nen Isolierschicht 21. Diese Isolierschicht 21 kann eine Pho- 
tolackschicht sein, die photolithographisch strukturierbar 
ist, oder eine andere Kunststoffschicht, die mittels Plasma- 
Atztechnologie durch eine Maske oder durch eine Laserra- 
sterbestrahlung strukturiert wird. 

[0057] Fig. 3 zeigt einen schematischen Querschnitt durch 
das Grundsubstrat 11 des Systemtragers 5 einer ersten Aus- 
fuhrungsform der Erfindung mit strukturierter elektrisch iso- 
lierender Schicht 18, wobei in dieser Ausfuhrungsform die 
geschlossene Isolierschicht 21 der Fig. 2 eine Photolack- 
schicht ist, die mit Hilfe einer nicht gezeigten Photomaske 
zur Vorvernetzung des Photolackes in den Bereichen belich- 
tet wurde. welche die strukturierte isolierende Schicht 18 
aufweisen und unbelichtet blieb fur die Bereiche, die beim 
Entwickeln des Photolackes freiliegende elektrisch leitende 
Oberflachenbereiche 19 entstehen lassen. In dieser ersten 
Ausfuhrungsform der Erfindung werden die Oberflachenbe- 
reiche 19 freigelegt, um an diese n S telle n AuBenkontaktele- 
mente auf dem Grundsubstrat 11 fur eine erste Ausfuhrungs- 
form eines Systemtragers aufzubringen. 
[0058] Fig. 4 zeigt einen schematischen Querschnitt durch 
das Grundsubstrat 11 mit auf der elektrisch leitenden Ober- 
flache 12 aufgebrachter strukturierter elektrisch isolierender 
Schicht 18 und auf den freiliegenden elektrisch leitenden 
Oberflachenbereichen 19 aufgebrachten AuBenkontaktele- 
menten 6 aus elektrisch leitendem Material 20. Durch Uber- 
wachsen des elektrisch leitenden Material 20 iiber das Ni- 
veau 30 der strukturierten elektrisch isolierenden Schicht 18 
hinaus, entsteht ein nietformiger Querschnitt fiir das elek- 
trisch leitende Material 20 auf den freiliegenden elektrisch 
leitenden Oberflachenbereichen 19. Dieser nietformige 
Querschnitt weist einen pilzhutformigen Nietkopfbereich 8, 
einen saulenformigen Nietschaftbereich 9 und einen durch 
die Struktur der freiliegenden elektrisch leitenden Oberfla- 
chenbereiche 19 der Fig. 3 vorgegebenen NietfuBbereich 10 
auf. Der GrundriB des NietfuBbereiches 10 kann kreisfbrmig 
oder langgestreckt oder quadratisch ausgebildet sein, je nach 
geometrischer Anforderung an das AuBenkontaktelement 
fur den Systemtrager 5. 

[0059] Das Aufbringen des elektrisch leitenden Materials 
20 auf die freiliegenden elektrisch leitenden Oberflachenbe- 
reiche 19 kann durch Elektroplatieren oder durch galvani- 
sche Abscheidung zwischen der strukturierten elektrisch 
isolierenden Schicht 18 erfolgen. was auch als Elektroform- 
verfahren bekannt ist. Bei dem Elektroformverfahren kon- 
nen durch unterschiedliche galvanische Bader unterschiedli- 
che Materialschichtfolgen fiir den NietfuBbereich 10, den 
Nietschaftbereich 9 und/oder den Nietkopfbereich 8 reali- 
siert werden. So kann beispielsweise im NietfuBbereich 19 
eine Gold- oder Silberschicht zunachst abgeschieden wer- 
den, um als Atzstopp fur das spatere Trennen des Systemtra- 
gers 5 vor einer Vereinzelung in elektronische Bauteile zu 
dienen. In diesem Fall wird die elektrisch leitende Oberfla- 
che 12 des Grundsubstrats 11 oder das gesamte Grundsub- 
strat aus einem unedleren Metall hergestellt als der NietfuB- 
bereich 10 der AuBenkontaktelemente 6. Andere AuBenkon- 
taktelemente weisen eine Schichtfolge von Gold im FuBbe- 
reich, Nickel im Schaftbereich und Kopfbereich und eine 
abschlieBende Goldbeschichtung auf dem Kopfbereich auf. 
Der Nietschaftbereich 9 kann aber auch aus dem gleichen 
Material wie die elektrisch leitende Oberflache 12 herge- 
stellt sein und im Ubergang zum NietfuBbereich 10 des Au- 
Benkontaktelementes eine edlere als Atzstopp dienende 
Trennschicht aufweisen. In einem Ausfuhrungsbeispiel wird 
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das Grundsubstrat 11 aus einer Kupferlegierung und der 
Nietschaftbereich 9 eben falls aus einer Kupferlegierung her- 
gestellt und dazwischen im NietfuBbereich 10 eine Silber- 
schicht aufgebracht. 

[0060] Das Aufbringen von elektrisch leitenden Material 5 
20 zur Ausbildung von AuBenkontakteiementen 6 mit niet- 
formigem Querschnitt 7 kann auch durch Metallabschei- 
dung aus der Gasphase von metallorganischen Verbindun- 
gen oder durch stromloses Abscheiden von Metallionen aus 
einer Fliissigkeit erfolgen. 10 
[0061] Fig. 5 zeigt einen schematischen Querschnitt durch 
einen Systemtrager 5 einer ersten Ausfuhrungsforrn der Er- 
findung. Der Systemtrager 5 weist ein Grundsubstrat 11 auf, 
auf dem AuBenkontaktelemente 6 angeordnet sind, die ei- 
nen nietformigen Querschnitt 7 zeigen. Der nietfbrmige 15 
Querschnitt besteht aus einem NietfuSbereich 10, einem 
Nietschaftbereich 9 und einem Nietkopfbereich 8. Die in 
Fig. 4 gezeigte strukturierte elektrisch isolierende Schicht 
18 ist in Fig. 5 entfernt, so daB Fig. 5 den schematischen 
Querschnitt durch einen Teilbereich eines Systemtragers 5 20 
zeigt. Der NietfuBbereich 10 hat in dieser ersten Ausfuh- 
rungsforrn einen kreisformigen GrundriB und die in Fig. 5 
gezeigte Reihe von AuBenkontakteiementen 6 kann ein 
Halbleiterchip mit einer entsprechend angeordneten Reihe 
von Kontaktflachen und darauf angebrachten Lotballen oder 25 
Bondhockem in Flip-Chip-Tec hnologie aufnehmen. 
[0062] Fig. 6 zeigt einen schematischen Querschnitt durch 
den Systemtrager 5 der Fig. 5 mit einem aufgebrachten 
Halbleiterchip 1 in Flip-Chip-Technologie. Der Halbleiter- 
chip 1 ist mit seiner eine elektrische Schaltung aufweisen- 30 
den aktiven Seite 31 zu den AuBenkontakteiementen 6 des 
Systemtragers 5 ausgerichtet, wobei die Bondhocker 16, die 
zunachst auf den Kontaktflachen 22 des Halbleiterchips 1 
angeordnet sind, in Fig. 6 mit dem Nietkopfbereich 8 der 
AuBenkontaktelemente 6 durch Aufloten verbunden sind. 35 
Der Systemtrager 5 mit aufgebrachtem Halbleiterchip 1 
kann nach dem Aufloten der Bondhocker 16 auf die Niet- 
kopfbereiche 8 der AuBenkontaktelemente 6 mit einem 
SpritzguBverfahren unter einer SpritzguBform einseitig mit 
einer Kunststoffmasse oder zu einer Kunststoffplatte, die 40 
gleichfbrmig eine Vielzahl von Halbleiterchips einschlieBt, 
vergossen werden. Dabei begrenzt das geschlossene Grund- 
substrat 11 einseitig den SpritzguBvorgang, so daB eine ein- 
deutige einseitige Anspritzung des Kunststoffgehauses ohne 
Unterspritzungsprobleme moglich wird. 45 
[0063] Die elektrisch leitende Oberflache 12 des Grund- 
substrats 11 schlieBt jedoch die AuBenkontaktelemente 6 
untereinander kurz und muB deshalb vor oder beim Verein- 
zeln der elektronischen Bauteile von die sen gelost werden. 
Bei kohlenstoff- oder metallbeschichteten Kunststofffolien 50 
ergibt sich die Moglichkeit, zunachst die Kunststofrfblie ab- 
zuziehen und dann die verbleibende Kohienstoffschicht zu 
oxidieren und damit aufzulosen oder die verbleibende Me- 
talischicht durch Trocken- oder NaBatzen zu entfernen. 
Beim NaBatzen ist es von besonderem Vorteil, wenn der 55 
NietfuBbereich 10 ein Atzstoffmaterial aufweist. 
[0064] Wenn das Grundsubstrat 11 wie in dem Ausfuh- 
rungsbeispiel der Fig. 6 eine metallische Folie ist, so kann 
diese nach dem SpritzgieBen des Kunststoffes vor oder beim 
Vereinzeln der elektronischen Bauteile eines Systemtragers 60 
der ersten Ausfuhrungsforrn durch NaB- oder Trockenatzen 
entfernt werden. Auch hier ist es vorteilhaft, wenn das Au- 
Benkontaktelement 6 im NietfuBbereich 10 eine Atzstopp- 
schicht aufweist. 

[0065] Fig. 7 zeigt einen schematischen Querschnitt durch 65 
ein elektronisches Bauteile 2 gemaB einer ersten Ausfuh- 
rungsforrn derErfindung. Das elektronische Bauteil2 ist mit 
einem einseitig angegossenen Gehause 3 aus Kunststoff- 



204 A 1 

10 

masse 4 versehen und weist im Gehause 3 einen Halbleiter- 
chip 1 auf, der Kontaktflachen 22 besitzt, die mit AuBenkon- 
takteiementen 6 iiber Bondhocker 16 beispielsweise aus 
Lotballen verbunden sind. Die AuBenkontaktelemente 6 
weisen einen nietformigen Querschnitt auf mit einem Niet- 
fuBbereich 10, einem Nietschaftbereich 9 und einem Niet- 
kopfbereich 8, wobei der Nietkopfbereich 8 mit dem Bond- 
hocker 16 des Halbleiterchips 1 jeweils verbunden ist. Die 
AuBenkontaktelemente 6 sind aufgrund ihres nietformigen 
sicher in der Kunststoffmasse 4 verankert, da der Nietschaft- 
bereich 9 eine geringere Erstreckung aufweist als der Niet- 
kopfbereich 8. 

[0066] Auf der Unterseite 32 des Bauelements befindet 
sich frei von Kunststoffmasse 4 die Oberflache des NietfuB- 
bereichs 10 und ist damit als AuBenkontaktflache fur das 
Einsetzen des elektronischen Bauteils 2 in eine Schaltungs- 
anordnung von auBen zuganglich. Der NietfuBbereich 10 hat 
in dieser Ausfuhrungsforrn einen kreisformigen GrundriB 
und kann jedoch auch eine Langserstreckung aufweisen, 
falls eine langgestreckte Kontaktflache fur das elektronische 
Bauteil erforderlich ist. Der NietfuBbereich 10 kann mit sei- 
ner AuBenkontaktflache 23 veredelt sein, um die AuBenkon- 
taktflache 23 vor Oxidation und Erosion zu schiitzen. Dazu 
weist die AuBenkontaktflache 23 vorzugsweise eine Gold- 
oder Silberschicht auf. Beide Materialien sind oxidation sbe- 
standig, wobei in freier Atmosphare die Silberschicht dazu 
neigt, Silbersulfit zu bilden, das jedoch elektrisch leitfahig 
ist, im Gegensatz zu einer Oxidschicht anderer Materialien. 
[0067] Mit veredelter AuBenkontaktflache 23 kann das 
AuBenkontaktelement 6 in seinem Nietschaftbereich 9 und 
auch in seinem Nietkopfbereich 8 aus einer weniger edlen 
Kupfer- oder Aluminiumlegierung hergestellt sein, wobei 
der Nietkopfbereich 8 mit einer lotfahigen Legierung be- 
schichtet sein kann. Mit einem derartigen elektronischen 
Bauteil einer ersten Ausfuhrungsforrn der Erfindung wird si- 
chergestellt, daB die AuBenkontaktelemente 6 auBerst zu- 
verlassig in der Kunststoffmasse 4 des Gehauses 3 verankert 
sind. Daruber hinaus wird eine relativ flache Bauweise er- 
reicht, die insbesondere fur Chipkartenanwendungen geeig- 
net ist. 

[0068] Fig. 8 zeigt einen schematischen Querschnitt durch 
einen Systemtrager 5 mit einem aufgebrachten Halbleiter- 
chip 1 gemaB einer zweiten Ausfuhrungsforrn der Erfin- 
dung. Der Systemtrager 5 unterscheidet sich von dem Sy- 
stemtrager 5 der Fig. 5 darin, daB in dem Chiptragerbereich 
gleichzeitig mit der Ausbildung von AuBenkontakteiemen- 
ten 6 ein metallischer Sockel 17 auf das Grundsubstrat 11 
aufgebracht ist. Dieser metallische Sockel 17 ist in dieser 
Ausfuhrungsforrn der Fig. 8 aus dem gleichen Material wie 
die AuBenkontaktelemente 6 und weist die gleiche Hone h 
auf. Die flachige Erstreckung des metallischen Sockets 17 
ist an die GroBe des Halbleiterchips 1 angepaBt, so daB der 
Halbleiterchip 1 vollstandig auf dem metallischen Sockel 
17, wie in Fig. 8 gezeigt, aufgebracht werden kann. Das 
Aufbringen kann durch Aufkieben mit einem leitfahigen 
Kleber oder durch Auflegieren des Halbleiterchips 1 auf den 
metallischen Sockel 17 erfolgen. 

[0069] In dieser zweiten Ausfuhrungsforrn des Systemtra- 
gers 5 werden die Halbleiterchips 1 mit ihrer keine elektro- 
nische Schaltung tragenden passiven Seite 33 auf den metal- 
lischen Sockel 17 aufgebracht. Die aktive Seite 31 ist mit ih- 
ren Kontaktflachen 22 von oben frei zuganglich, so daB uber 
Bonddrahte 27 die Kontaktflachen 22 des Halbleiterchips 1 
mit den AuBenkontakteiementen 6 verbunden werden kon- 
nen, bevor auf dem Systemtrager 5 ein VergieBen des Sy- 
stemtragers 5 mit Kunststoffmasse 4 vorgenommen wird. 
Der hier in Fig. 8 gezeigte Systemtrager 5 ist fur eine Viel- 
zahl von diskreten Bauelementen in der GroBenordnung von 
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1,0 x 0,6 mm vorgesehen mit einer Bauteilhohe von 
0,4 mm, wobei der Systemtrager 5 auf einer Flache von 50 x 
50 mm mehr als 1000 Bauelemente tragi. Deshalb wind in 
dieser Ausfuhrungsform der Erfindung die Kunststoffmasse 
4 auf dem gesamten Systemtrager 5 zu einer Kunststoff- 5 
platte vergossen. Das Grundsubstrat 11, das auf der Kunst- 
offplatte haftet, wird entfernt und anschlieBend wird die 
Kunststoffplatte auf eine Klebefolie montiert und spalten- 
und zeilenweise in Einzelbauteile auf der Klebefolie ge- 
trennt, so daB Einzelbauelemente von der Klebefolie abge- io 
nommen werden konnen. 

[0070] Fig. 9 zeigt einen schematischen Querschnitt eines 
elektronischen Bauteils 2 gemaB einer zweiten Ausfuh- 
rungsform der Erfindung. Das Bauteil nach Fig. 9 ist aus ei- 
ner Kunststoffplatte, die mit Hilfe des Systemtragers 5 wie 15 
in Fig. 8 gezeigt wird, herausgesagt worden. Das Grundsub- 
strat 11, das in Fig. 8 mit dem Bezugszeichen noch zu sehen 
ist, ist bereits daB die Unterseite des Gehauses von dem me- 
tallischen Sockel 17 und den AuBenkontaktelementen 6 so- 
wie kunststoffaufgefullten Zwischenraumen gebildet wird. 20 
Die Oberseite 34 des Gehauses besteht vollstandig aus der 
Kunststoffmasse 4 und die Seitenwande des Gehauses be- 
stehen einerseits im unteren Bereich aus quergeschnittenen 
AuBenkontaktelementen, so daB sie den nietformigen Quer- 
schnitt 7 zeigen, wobei der ubrige Bereich der Seitenwande 25 
35 und 36 von der Kunststoffmasse 4 gebildet wird. Auf- 
grund des langgestreckten Grundrisses der AuBenkontakt- 
elemente 6 ergibt sich eine Lange 1 auf der Bauelementun- 
terseite 32 der AuBenkontaktflache 23 nach dem Trennen 
der Kunststoffplatte in Einzelbauteile, wie es Fig. 9 zeigt. In 30 
einer anderen nicht gezeigten Ausfuhrungsform der Erfin- 
dung sind die AuBenkontaktelemente 6 mit einem kreisfor- 
migen GrundriB ausgestattet und die Sagespuren in der 
Kunststoffplatte verlaufen vollstandig in Kunststoff, so daB 
die AuBenkontaktelemente 6 lediglich mit ihrem NietfuBbe- 35 
reich 10, der von Kunststoff auf der Unterseite 32 des Bau- 
teils 2 freigehalten wird, von auBen kontaktierbar sind. 
[0071] Fig. 10 zeigt einen schematischen Querschnitt 
durch einen Systemtrager 5 mit aufgebrachtem Halbleiter- 
chip 1 gemaB einer dritten Ausfuhrungsform der Erfindung. 40 
Bei dieser Ausfuhrungsform der Erfindung ist der Halblei- 
terchip 1 unmittelbar auf das Grundsubstrat 11 mit seiner 
passiven Seite 33 aufgebracht. Ferner sind AuBenkontakt- 
elemente 6 auf dem Grundsubstrat 11 rund um den Halblei- 
terchip 1 angeordnet und uber Bonddrahte 27 sind die Niet- 45 
kopfbereiche 8 mit den Kontaktflachen 22 der aktiven Seite 
31 des Halbleiterchips 1 verbiinden. Ein deraruger System- 
trager 5 wird mit Hilfe der gehausebildenden Kunststoff- 
masse 4 zu einer Kunststoffplatte mit angefugten Grundsub- 
strat 11 verbunden. Das Grundsubstrat 11 wird, wenn es aus 50 
einer Metallfolie besteht, weggeatzt und anschlieBend wird 
die Kunststoffplatte auf eine Klebefolie aufgebracht und 
dann in Einzelbauteile zertrennt. 

[0072] Fig. 11 zeigt einen schematischen Querschnitt 
durch ein elektronisches Bauteil gemaB einer dritten Aus- 55 
fuhrungsform der Erfindung. Dieses Bauteil zeichnet sich 
durch seine extreme Flachheit aus, da selbst die Sockelhohe 
h, wie sie in Fig. 8 gezeigt wird, zusatzlich eingespart wird. 
Ein Nachteil dieses Bauteils ist es, daB die passive Seite 33 
des Halbleiterchips 1 gleichzeitig die Unterseite 32 des elck- 60 
tronischen Bauteils bildet. Darnit ist der Halbleiterchip 1 mit 
seiner Unterseite 33 den Umwelteinfliissen ausgesetzt. Die 
AuBenkontaktelemente 6 sind aufgrund ihres nietformigen 
Querschnitts sicher in der Kunststoffmasse 4 des Gehauses 3 
verankert und weisen in ihrem NietfuBbereich 10 einen 65 
kreisformigen GrundriB auf, der einen kreisfbrmigen Kon- 
taktfleck als AuBenkontaktflache 23 vorsieht. 
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Bezugszeichenliste 

1 Halbleiterchip 

2 elektronisches Bauteil 

3 Gehause 

4 Kunststoffmasse 

5 Systemtrager 

6 AuBenkontaktelemente 

7 nietformiger Querschnitt 

8 Nietkopfbereich 

9 Nietschaftbereich 

10 NietfuBbereich 

11 Grundsubstrat 

12 elektrisch leitende Oberfiache 

13 Bauelement-Montagebereich 

14 Chiptragerbereich 

15 definierter Abstand 

16 Bondhocker 

17 metallischer Sockel 
h Hone 

18 strukturierte elektrisch isolierende Schicht 

19 freiliegende elektrisch leitende Oberflachenbereiche 

20 elektrisch leitendes Material 

21 geschlossene Isolierschicht 

22 Kontaktflachen 

23 AuBenkontaktflache 

24 nietfbrmige AuBenkontaktflache 

25 Randbereich 

26 Verbindung zwischen Kontaktflache und AuBenkontakt- 
elementen 

27 Bonddrahte 

28 Unterseite des Grundsubstrats 

29 Oberseite 

30 Niveau der strukturierten elektrisch isolierenden Schicht 

31 aktive Seite 

32 Unterseite des Bauelements 

33 passive Seite 

34 Oberseite des Gehauses 

35, 36 Seitenwande des Gehauses 

Patentanspruche 

1 . Systemtrager fur Halbleiterchips (1) zum Verpacken 
der Halbleiterchips (1) zu elektronischen Bauteilen (2) 
in Gehause n (3) aus einer Kunststoffmasse (4), wobei 
der Systemtrager (5) AuBenkontaktelemente (6) auf- 
weist, die einen nietformigen Querschnitt (7) aufwei- 
sen, mit einem Nietkopfbereich (8), einem Nietschaft- 
bereich (9) und einem NietfuBbereich (10), wobei der 
NietfuB (10) auf einem Grundsubstrat (11) fixiert ist. 

2. Systemtrager nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichneu daB das Grundsubstrat (11) eine elektrisch 
leitende Oberfiache (12) aufweist. 

3. Systemtrager nach Anspruch 1 oder Anspruch 2, da- 
durch gekennzeichneu daB der Systemtrager (5) ein 
Grundsubstrat (11) aus metallischer Folie aufweist. 

4. Systemtrager nach Anspruch 1 oder Anspruch 2, da- 
durch gekennzeichneu daB der Systemtrager (5) ein 
Grundsubstrat (11) aus einer KunststofrTolie mit metal- 
lischer Beschichtung aufweist. 

5. Systemtrager nach Anspruch 1 oder Anspruch 2, da- 
durch gekennzeichneu daB der Systemtrager (5) ein 
Grundsubstrat (11) aus einer Kunststofffoiie mit Koh- 
lenstoffbeschichtung aufweist. 

6. Systemtrager nach einem der vorhergehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichneu daB der Systemtra- 
ger (5) mehrere Bauelement-Montagebereiche (13) auf 
dem Grundsubstrat (11) aufweisL 
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7. Systemtrager nach Anspruch 6, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB jeweils ein Montagebereich (13) einen 
zentralen Chiptragerbereich (14) aufweist, der von Au- 
Benkontaktelementen (6) in einem definierten Abstand 
(15) vom zentralen Chiptragerbereich (14) umgeben 5 
ist. 

8. Systemtrager nach Anspruch 6 oder Anspruch 7, da- 
durch gekennzeichnet, daB der Montagebereich (13) ei- 
nen Chiptragerbereich (14) aufweist, der AuBenkon- 
taktelemente (6) aufweist, die mindestens teilweise im to 
Chiptragerbereich (14) derart angeordnet sind, daB ein 
Halbleiterchip (1) mit Bondhockern (16) auf den Niet- 
kopfbereichen (8) der AuBenkontaktelemente (6) in 
Fiip-Chip-Technologie bondbar ist. 

9. Systemtrager nach Anspruch 7 oder Anspruch 8, da- 15 
durch gekennzeichnet, daB der Systemtrager (5) einen 
metallise hen Sockei (17) im Chiptragerbereich (14) 
aufweist, der in seiner Hone (h) den AuBenkontaktele- 
menten (6) entspricht und in seiner fiachigen Erstrek- 
kung der GroBe des Halbleiterchips (1) angepaBt ist. 20 

10. Systemtrager nach einem der Anspriiche 7 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet, daB die AuBenkontaktele- 
mente (6) einen kreisformigen GrundriB aufweisen und 
vollstandig im Chiptragerbereich (14) des Systemtra- 
gers (5) angeordnet sind. 25 

11. Systemtrager nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die AuBenkon- 
taktelemente (6) aus reinem Siiber oder einer Silberle- 
gierung bestehen. 

12. Systemtrager nach einem der Anspriiche 1 bis 10, 30 
dadurch gekennzeichnet, daB die AuBenkontaktele- 
mente (6) aus einer GolaVNickel/Gold-Schichtfolge 
aufgebaut sind. 

13. Systemtrager nach einem der Anspriiche 1 bis 10, 
dadurch gekennzeichnet, daB die AuBenkontaktele- 35 
mente (6) aus einer Silber/Kupfer/Silber-Schichtfolge 
aufgebaut sind. 

14. Systemtrager nach einem der Anspriiche 9 bis 13, 
dadurch gekennzeichnet, daB der metallische Sockei 
(17) aus dem gleichen Material aufgebaut ist wie die 40 
AuBenkontaktelemente (6). 

15. Verwendung des Systemtragers (5) nach einem der 
Anspriiche 1 bis 14 zur Herstellung elektronischer 
Bauteile (2). 

16. Verfahren zur Herstellung eines Systemtragers (5), 45 
der die Merkmale eines der Anspriiche 1 bis 14 auf- 
weist, mittels folgender Verfahrensschritte: 

- Bereitstellen eines Grundsubstrats (11) mit 
elektrisch leitender Oberflache (12), 

- Aufbringen einer strukturierten elektrisch iso- 50 
lierenden Schicht (18), welche freiliegende elek- 
trisch leitende Oberflachenbereiche (19) in der 
Anordnung der AuBenkontaktelemente (6) auf 
dem Grundsubstrat (11) aufweist, 

- Aufbringen eines leitenden Materials (20) zum 55 
Bilden von AuBenkontaktelementen (6) mit einem 
nietformigen Querschnitt (7). 

- Entfemen der strukturierten elektrisch isolie- 
renden Schicht (18). 

17. Verfahren nach Anspruch 16, dadurch gekenn- 60 
zeichnet, daB zunachst eine geschlossene Isolierschicht 
(21) aufgebracht wird und diese anschlieBend mittels 
Photolacktechnologie zu einer elektrisch isolierenden 
Schicht (18) strukturiert wird. 

18. Verfahren nach Anspruch 16, dadurch gekenn- 65 
zeichnet, daB eine strukturierte elektrisch leitende 
Schicht (18) mittels Siebdruckverfahren aufgebracht 
wird. 
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19. Verfahren nach Anspruch 16, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB ein Strukturieren einer zunachst ge- 
schlossenen Isolierschicht (21) auf das Grundsubstrat 
(11) mittels Zerstaubungstechnik (bzw. Sputter- Tech- 
nik) durch eine Maske hindurch ausgefuhrt wird. 

20. Verfahren nach Anspruch 16, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Aufbringen einer zunachst geschlos- 
senen Isolierschicht (21) auf das Grundsubstrat (11) 
mittels Abscheidung aus der Gasphase durchgefuhrt 
wird. 

21. Verfahren nach Anspruch 16, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB ein Strukturieren einer zunachst ge- 
schlossenen Isolierschicht (21) mittels Plasma-Atz- 
technik durch eine Maske hindurch ausgefuhrt wird. 

22. Verfahren nach Anspruch 16, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Strukturieren einer zunachst ge- 
schlossenen Isolierschicht (21) mittels Laser-Rasterbe- 
strahlung erfolgt. 

23. Verfahren nach einem der Anspriiche 16 bis 22, 
dadurch gekennzeichnet, daB das Aufbringen eines lei- 
tenden Materials (20) mittels galvanischer Abschei- 
dung auf den freiliegenden elektrisch leitenden Ober- 
flachenbereichen (19) durchgefuhrt wird, bis ein Uber- 
wachsen des abgeschiedenen Materials zu einem Niet- 
kopf erreicht wird. 

24. Verfahren nach einem der Anspriiche 16 bis 22, 
dadurch gekennzeichnet, daB das Aufbringen eines lei- 
tenden Materials (20) mittels Abscheidung eines Me- 
talls aus der Gasphase erfolgt. 

25. Verfahren nach einem der Anspriiche 16 bis 22, 
dadurch gekennzeichnet, daB das Aufbringen eines lei- 
tenden Materials (20) mittels stromloser galvanischer 
Abscheidung durchgefuhrt wird. 

26. Verfahren nach einem der Anspriiche 16 bis 25, 
dadurch gekennzeichnet, daB gleichzeitig mit den Au- 
Benkontaktelementen (6) ein metallischer Sockei (17) 
im Chiptragerbereich (14) gebildet wird. 

27. Elektroniches Bauteil mit einem Halbleiterchip 
(1), das Kontaktflachen (22) aufweist, die mit AuBen- 
kontaktelementen (6) verbunden sind, wobei der Halb- 
leiterchip (1) mit den AuBenkontaktelementen (6) in ei- 
ner Kunststoffmasse (4) als Gehause (3) vergossen ist 
und mindestens ein AuBenkontakt (6) einen nietformi- 
gen Querschnitt (7) mit einem Nietkopfbereich (8), ei- 
nem Nietschaftbereich (9) und einem NietfuBbereich 
(10) aufweist, wobei das AuBenkontaktelement (6) mit 
seinem Nietkopfbereich (8) in der Kunststoffmasse (4) 
verankert ist. 

28. Elektronisches Bauteil (2) nach Anspruch 27, da- 
durch gekennzeichnet, daB der NietfuBbereich (19) des 
AuBenkontaktelementes (6) von der Kunststoffmasse 
(4) freigehalten ist und seine Oberflache eine von au- 
Ben zugangiiche AuBenkontaktflache (23) aufweist. 

29. Elektronisches Bauteil nach Anspruch 27 oder An- 
spruch 28, dadurch gekennzeichnet, daB das AuBen- 
kontaktelement (6) eine Langserstreckung (1) aufweist 
und mit dem nietformigen Querschnitt (7) eine von au- 
Ben zugangiiche nietformige AuBenkontaktflache (24) 
bildet. 

30. Elektronisches Bauteil nach Anspruch 28 oder An- 
spruch 29, dadurch gekennzeichnet, daB die nietfor- 
mige AuBenkontaktflache (24) rechtwinklig zu der Au- 
Benkontaktflache (23) des NietfuBbereichs (10) ange- 
ordnet ist. 

31. Elektronisches Bauteil nach einem der Anspriiche 
28 bis 30, dadurch gekennzeichnet, daB die AuBenkon- 
taktflachen (23, 24) des elektronischen Bauteils (2) im 
Randbereich (25) des Gehauses (3) aus Kunststoff- 
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masse (4) angeordnet sind. 

32. Elektronisches Bauteil nach einem der Anspruche 
27 bis 3 1, dadurch gekennzeichnet, daB die Kontaktfla- 
chen (2) des Halbleiterchips (1) Bondhocker (18) auf- 
weisen, die unmittelbar auf den Nietkopfbereich (8) 5 
der AuBenkomaktelemente (6) gebondet sind. 

33. Elektronisches Bauteil nach einem der Anspruche 
27 bis 32, dadurch gekennzeichnet, daB der Halbleiter- 
chip (1) mit seiner eine Halbleiterschaltung aufweisen- 
den aktiven Seite zu den AuBenkontaktelementen (6) 10 
ausgerichtet ist. 

34. Elektronisches Bauteil nach einem der Anspruche 
27 bis 31, dadurch gekennzeichnet, daB der Halbleiter- 
chip (1) mit seiner keine Halbleiterschaltung aufwei- 
senden passiven Seite zu den AuBenkontaktelementen 15 
(6) ausgerichtet ist. 

35. Elektronisches Bauteil nach Anspruch 34, dadurch 
gekennzeichnet, daB die passive Seite des Halbleiter- 
chips (1) von Kunststoffmasse (4) freigehalten ist und 
teilweise als Unterseite des Gehauses (3) vorgesehen 20 
ist. 

36. Elektronisches Bauteil nach Anspruch 34 oder An- 
spruch 35, dadurch gekennzeichnet, daB die Kontakt- 
flachen (22) uber Bonddrahte (27) mit den Kopfberei- 
chen (8) der AuBenkontaktelemente (6) verbunden 25 
sind. 

37. Verfahren zur Herstellung eines elektronischen 
Bauteils (2), welches die Merkmale eines der Ansprii- 
che 27-36 aufweist, wobei das Verfahren durch die 
Verfahrensschritte gekennzeichnet ist: 30 

- Bereitstellen eines Systemtragers (5), der die 
Merkmale eines der Anspruche 1-15 aufweist, 

- Aufbringen vieler Halbleiterchips (1) auf den 
Systemtrager (5), 

- Herstellen von Verbindungen (26) der Kontakt- 35 
Aachen (22) des Halbleiterchips (1) mit AuBen- 
kontaktelementen (6), 

- VergieBen des Systemtragers (5) mit aufge- 
brachten Halbleiterchips (1) und den Verbindun- 
gen zwischen Kontaktflachen (22) und AuBen- 40 
kontakteiementen (6) zu elektronischen Bauteilen 
(2) mit Gehause (3) aus einer Kunststoffmasse (4), 

- Vereinzeln der auf dem Systemtrager (5) mit ei- 
ner Kunststoffmasse (4) als Gehause hergestelken 
elektronischen Bauteile (2). 45 

38. Verfahren nach Anspruch 37, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB beim VergieBen der Systemtrager (5) fiir 
eine Vielzahl von diskreten elektronischen Bauteilen 
(2) mit einer Kunststoffmasse (4) in gleichformiger 
Dicke groBflachig zu einer Kunststoffplatte vergossen 50 
wird, die einseitig das Grundsubstrat (11) aufweist. 

39. Verfahren nach Anspruch 38, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB vor dem Vereinzeln das Grundsubstrat 
(11) von der Kunststoffplatte weggeatzt wird. 

40. Verfahren nach Anspruch 38 oder Anspruch 39, 55 
dadurch gekennzeichnet, daB die Kunststoffplatte vor 
dem Vereinzeln mit einer Klebefolie beschichtet wird. 

41. Verfahren nach einem der Anspruche 38 bis 40, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Kunststoffplatte 
durch Sagetechnik zu diskreten elektronischen Bautei- 60 
len (2) vereinzelt wird. 

42. Verfahren nach einem der Anspruche 37 bis 41, 
dadurch gekennzeichnet, daB das Herstellen von Ver- 
bindungen (26) zwischen Kontaktflachen (22) und Au- 
Benkontaktelementen (6) mittels Flip-Chip- Technolo- 65 
gie uber Bondhocker (16) erfolgt, die auf die Nietkopf- 
bereiche (8) der AuBenkontaktelemente (6) gebondet 
werden. 
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43. Verfahren nach einem der Anspruche 37 bis 41, 
dadurch gekennzeichnet, daB das Herstellen von Ver- 
bindungen (26) zwischen Kontaktflachen (22) des 
Halbleiterchips (1) und den AuBenkontaktelementen 
(6) mittels Bonddrahttechnologie uber Bonddrahte (27) 
erfolgt, wobei die Kontaktflachen (22) des Halbleiter- 
chips (1) mit dem Kopfbereich (8) der AuBenkontakt- 
elemente (6) verbunden werden. 

44. Verfahren nach einem der Anspruche 37 bis 43, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Halbleiterchips (1) 
beim Aufbringen auf den Systemtrager (5) auf einen 
metallischen Sockel (17) gelotet oder geklebt werden. 

45. Verfahren nach einem der Anspruche 37 bis 44, 
dadurch gekennzeichnet, daB beim Vereinzeln der elek- 
tronischen Bauteile (2) von einer kohlenstoffbeschich- 
teten Folie als Grundsubstrat (11) die Folie von den 
elektronischen Bauteilen abgezogen wird. 

46. Verfahren nach Anspruch 45, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Kohlenstoffschicht von den Bauteilen 
nach Abziehen der Folie durch Plasmaveraschung ent- 
femt wird. 

47. Verfahren nach einem der Anspruche 37 bis 44, 
dadurch gekennzeichnet, daB beim Vereinzeln der elek- 
tronischen Bauteile (2) von einer metallbeschichteten 
Kunststofffolie als Grundsubstrat (11) die Kunststoff- 
folie abgezogen wird und die metallische Beschichtung 
durch naBchemisches Atzen oder durch Trockenatzen 
entfemt wird. 

48. Verfahren nach einem der Anspruche 37 bis 44, 
dadurch gekennzeichnet, daB beim Vereinzeln der elek- 
tronischen Bauteile (2) von einer metallischen Folie als 
Grundsubstrat (11) diese metallische Folie vollstandig 
bis zum Erreichen eines Atzstops zwischen dem Mate- 
rial der AuBenkontaktelemente (6) und dem metalli- 
schen Material des Grundsubstrats (11) durch NaB- 
oder Trockenatzen entfernt wird. 
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